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背景 深紫外レーザは医療・バイオ分野など様々な領域への応用が可能であり実現が期待されて

いる。その実現に向けて研究が行われているが、電流注入型レーザの実現に向けて、ドナー・ア

クセプタ不純物濃度を制御することは、キャリア注入および光導波路形成において非常に重要な

課題である。本研究は光ガイド層の不純物濃度に注目した。同層の不純物添加はキャリアの注入

効率向上に期待ができる一方で光学ロスにつながるトレードオフがあるため、その最適化は高性

能デバイスを実現する上で不可欠であると考えられる。本検討ではガイド層における不純物濃度

と光損失の関係について詳細に調査したのでその結果に関して報告する。 

実験 c面サファイア基板上AlNテンプレートを用い、MOVPE法を用いてその上に図1に示すよう

な発振波長290-300nmの光励起レーザを作製した。本研究では上部AlGaNガイド層に1.5×1019 [cm-

3]のMgを添加(Cp2Mgの供給量9.9 [nmol/min])した試料を基準としCp2Mgの供給量を変化させて作

製した試料と、下部AlGaNガイド層に8.7×1018 [cm-3]のSiを添加した試料 (SiH4の供給量1.9 

[nmol/min])を基準として、SiH4の供給量を変化させて作製した試料を準備しそれを評価した。 

結果 図2に各試料の光励起による発光強度の励起パワー密度依存性を示す。ガイド層に不純物を

添加していない試料と比較すると、不純物SiやMgをそれぞれ添加した試料は、不純物原料の供給

量が高くなるにつれて共に高い閾値で発振した。以上から、不純物による光吸収の影響が閾値に

関係することが確認できた。その他のパラメータの解析結果は当日報告する。 
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Fig.1. Sample structure of AlGaN deep ultraviolet 

optically pumped laser 

C-sapphire substrate

AlN

u-graded Al1→0.6GaN

n-clad Al0.6GaN

guide-Al0.5GaN

Al0.3GaN/Al0.5GaN 2QW

Supply amount 

of Cp2Mg

 3.3×10-2

 9.9×10-2

 9.9×10-1

 9.9 

([nmol/min])

Supply amount 

of SiH4

 4.2×10-3

 1.9 

([nmol/min])

guide-Al0.5GaN

(a)                                 (b) 

Fig.2. UV light emission intensity of optically pumped lasers as a function of 

excitation power density. (a)Si-dope, (b)Mg-dope. In this measurement, the 
pulse-operated (9 ns and 10 Hz) 4th harmonic of the YAG laser (266 nm) was used 
as the light source. 
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